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AlGaN/GaN ヘテロ構造 FET（HFET）においてリセス構造は, 特にノーマリーオフ型のデバイ

ス動作を実現するためにゲート電極下に適用されることが多い。前回我々はノーマリーオン型の

デバイスとして, ソース・ドレイン電極間領域にリセスを施した作製プロセスの容易なリセス構

造を適用したデバイスを作製したところ, Non-recessed HFET よりもソース抵抗の小さい良好なデ

バイス特性が得られたことを報告した[1]。そこで今回, 前記のリセス構造 HFET の電流コラプス

を評価したところ, コラプスの小さい魅力的な特性が得られたので報告する。 

試料は, MOVPE 法により成長した 2 nm GaN/25 nm Al0.25Ga0.75N/1 nm AlN/1 m GaN/buffer 

layer/Si sub. なる層構造の標準的な AlGaN/GaN HFET 用基板である。この基板を用いてソース・

ドレイン間隔が 8 μm, ソース・ドレイン間中央にゲート長 2 μmのゲートを形成した。リセス構

造はソース・ドレイン間の全領域に対して深さ 15 nmの ICPエッチングを実施して形成した。 

図1に今回電流コラプスの比較を行ったAlGaN/GaN HFETの構造を示す。図2に、Recessed HFET

の電流特性（Id-Vg特性, Id:ドレイン電流, Vg:ゲート電圧）および伝達特性（gm-Vg特性, gm:相互コ

ンダクタンス）を示す。異なる方向の掃引, ①Vg = -6 V → 1 V と②Vg = 1 V → -6 V とで電流特性

および伝達特性にほとんど差は見られなかった。図 3 に, Recessed HFET における電圧ストレス

（ Vg = -6 V for 1 min.）前後での Idを示す。電圧ストレスによる Idの減少は 1.26 %と小さい。一

方, Non-recessed HFET における Idの減少は 4.33 %であった。このように, 本リセス構造では電流

コラプスが小さいという魅力的な結果が得られた。機構については現在検討中である。 

[1] 佐藤 他 2019年秋季 第 80回応用物理学会秋季学術講演会 18a-PB3-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  Non-recessed HFET 

(b)  Recessed HFET  

図 2. Recessed HFETの電流特性と伝達特性 
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図 3. Recessed HFETの電流コラプス評価 
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図 1. AlGaN/GaN HFET構造  
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